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Prufungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestellt 

© Verdrahtungsteil und Leherrahmen mitdem Verdrahtungsteil 
® Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektro 

denabschnitt (4). der mit einer an einer Oberfiache eines 

Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch 

verbunoen ist. einem zweiten Elektrodenabschnin (5), der 

mit einer an einer externen Schaliung ausgebildeten Elek- 
trode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungs- 

abschnin (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenab- 
schnin (4) mit dem zweiten Elektrodenabscnnirt (5) ver- 

bindet. Der erste Elektrodenabschnin <4), der zwette Elek- 
trodenabschnin (5) und der Verdrahtungsabschnin (2} 

sind aus einem planenformigen leitenden Korper (1) aus- 

gebildet. wobei die Oicke des Verdrahtungsabschnins (2) 

nicht groRer als die Halfte der Dicke des ersten Elektro- 

denabschnins (4) oder des zweiten Eiektrodenabschnins 

(5) ausgcfuhn ist. Eine Feinvcrdrahtung kann dadurch er 

reicht werden. indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur 

elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden 

(9) mit den Aufienelektroden der Halbleitervorrichtung 

nicht gro&er als die Halfte der erforderlichen Dicke des 

Leiterrahmenmaterials ausgefiihn wird. 




UJ 



DE 197 34 

] 

Bcschrcibung 

Die Eriindunc bcirilTi cin Vcrdrahtungsicil zur Verwcn- 
dung hei eincr Halbiciicrvorrichiung unci cincn l,cilcrraiv 
nicn mil dem Vcrdrahiungsicil. 5 

In lcizicr Zcil isi im Zusaimncnhang tiiii dcr hohcrcn In- 
icgraiion und dcr hohcrcn Dichic von Halblciicrvorrichiun- 
gen die Anzahl dcr Eingabc-/Ausgabcanschlussc von Halb- 
Icitcrclenienien angcsiiegen und die Unicncilungsbreiic der 
Anschlusse cngcr geworden. 10 

Die GroBc und die Unicncilungsbreiic von Halblciterele- 
tnenielekiroden. die an den Oberfiachen von einc Halbleiier- 
vorrichiung bildenden Kalbleitcrclemenien vorgesehen 
sine, unicrschcidcn sich von denen dcr AuBenclckirodcn. 
die bcispielswcisc auf der auBcrcn Oberflachc der HaJblci- 15 
lervornchiung vorgesehen sind. Dcshalb isi zur elekirischen 
Verbindung der Halbleiiereicmcnielckiroder. und dcr Au- 
Bcnclckirodcn dcr IlaJblcjicrvorrichiung cin Vcrdrahiungs- 
icil erfordcrlich. 

Ais Verdrahiung si ei I isi ein Lciterrahmen oder eine ge- 20 
druckie Leiierplaue verwendet worden. Die Verdrahiung 
mil eineni Lciierrahmen kann als cine Einschichi verdrah- 
iung zur Verbindung erster Elekirodenabschnitic, die mil 
den auf den Oberfiachen der HaJbleiterelemente vorgesche- 
nen Halblciierciemenieiekiroden iibcr Meialldrahtc oder 25 
dergleichen eickirisch verbunden sind, mil zwciien Elekiro- 
denabschninen definien werden, bci dencn es sich um die 
AuGenclckiroden der Halblcuervorrichtung handeli. Dem- 
gcgenuber kann die Verdrahiung mil eincr Leiierplaue als 
einc Mchrschichivcrdnihujng zur elekirischen Verbindung 30 
der ersien Elekirodenabschniue. die mil den Halblei tcreie- 
mcnielekirodcn iiber Meialldrahte oder dergleichen elek- 
irisch verbunden sind. mil deu zwciien Elekirodetiabschnii- 
icn. be: denen es sich um die AuRenclcktroden dcr Halblci- 
lervorrichiung handeli. unier Verwendung von auf den *S 
Oberfiachen von zumindesi zwei Schichien eincr doppelsci- 
tigen Plane oder eincr Mehrschichiplaue vorgesehenen lei- 
tenden Vcrdrahiungcn und aufierdem cincs Durchgangs- 
iochs definien werden. das die bei den unierschiedlichcn 
Schichien ausgebildeicn leiicnden Vcrdrahiungen eickirisch 40 
vcrbindcu 

Fig. 22 zcigt cine Schniuansichi einer HaJblciiervorrich- 
tung, bei der eine beispielsweise in der japanischen OrYcnle- 
gungsschrirt 79 652/1982 oiTenbancn herkommliche Leiier- 
plaue angewcndei isi. In dicser Darsiellung bczeichnei die 45 
Bezugszahi 8 ein Halbleiierclemenu 9 eine an der Oberfla- 
che des Halbleiierclenienis ausgebildeie Halbleiierelcmem- 
elekirode. 10 eine gedruckic Leiierplaue, an dercn Oberfla- 
chc das Halblciicrelcmeni 8 angebrachi isi. 11 einc an der 
Oberfiache der gedruckien Leiierplaue 10 ausgebildeie lei- SO 
lende Verdrahiung. 12 einen Metalldraht, 13 ein Durch- 
gangsloch. 14 einen an der ruckwartigen Oberfiache der ge- 
druckien Leiierplaue 10 ausgebildeicn AuGenanschluG und 
15 ein VerguBharz. Bei der mil Harz vcrgossenen Halbleiier- 
vorrichiung. bei der das Halbieiicrelemeni 8 an der gedruck- 55 
ten Leiierplaue 10 angebrachi isi und mil dem VerguBharz 
15 vcrgosscn bzw. abgcdichici isu ist die an der Oberfiache 
des Halbleiierclenienis 8 ausgebildeie Halbleiierelemeni- 
elektrode 9 iiber den Mcialldbahl 12 mil einem Ende der an 
dcr obcren Oberflachc der gedruckien Leiierplaue 10 vorgc- 00 
sehenen leiiendcn Verdrahiung 11 elektrisch verbunden. wo- 
bci das einc Ende in dcr Nahe des Halbiciierelcmenis 8 an- 
gcordnei ist. Das andere Ende der lcitcnden Verdrahiung U 
ist iibcr das Durchgangsloch 13 mil dem an dcr ruckwarti- 
gen Oberflachc dcr gedruckien Leiierplaue 10 ausgebildeicn 
AuBcnanschluS 14 verbunden. 

Fig. 23 zeigi cine Schniuansichi einer Haiblciiervorrich- 
tung, bei der cine in der japanischen OfTcnlcgunpsschrifi 
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258 048/1988 olTenbanc andere herkommliche Leiierplaue 
angewcndei isi. Bci dcr Darsiellung bczeichnei die Bezucs- 
zahl 8 ein Halblciicrelcmeni. 9 eine an dcr Oberflachc dens 
Halhlciicrelcmenis ausgebildeie Halhiciicrcleiiieniclckirodc 
und 16 eine gedruckic Mchrschichi-Lciicrplaitc dar. an de- 
rcn Oberflachc das Halbieiicrelemeni 8 angebrachi isi. Die 
Bezugszahi 11 bczeichnei eine an der Oberflachc dcr ge- 
druckien Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeie leiiende 
Verdrahiung, 17 einc in den innercn Schichien der gedruck- 
ien Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeie inieme Ver- 
drahiung. 18 ein Blindloch zur elekirischen Verbindung al- 
ter Schichien ccr gedruckien Mehrschichi-Leiierplaue 16. 
14 einen an der ruckwjinigen Oberfiache der gedruckien 
Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeicn cxicmcn An- 
schluC, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mil einem 
Verdrahumgsmusier zur elekirischen Verbindung der Halb- 
leiierelemeniclektrode 9 mil der an der Oberflachc der ge- 
druckien Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeicn iciicn- 
den Verdrahtung 11 und 15 ein VerguBharz dar. Bei dcr mil 
Harz vergossenen Halbleitervorrichiung. bei der das Halb- 
leiterelemem 8 an der gedruckien Mehrschichi-Leiierplaue 
16 angebrachi ist und mil dem VerguBharz 15 vergossen isu 
sind die Halblei terclementeiekirode 9 und die an der Ober- 
fiache der gedruckien Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebil- 
deie leiiende Verdrahiung 11 miieinander iiutiels des TAB- 
Bands 19 elektrisch verbunden. AuBerdem ist die leiiende 
Verdrahtung 11 iiber das Blindloch 18 und der iniemen Ver- 
drahiung 17 mil dem an der ruckwanigen Oberfiache der ge- 
druckien Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeien AuBen- 
anschluB 14 verbunden. Bci der in der japanischen OrTcnle- 
gungsschrifi 258 048/1988 oftenbanen Halblei lervornch- 
iung kann ein Halbleiierelemeni mil mehr Anschliissen als 
das in dcr japanischen OrTenlecungsschrifi 79 052/1982 of- 
fenbane Halbleiierelement 8 angebrachi werden, da bei dic- 
ser das gedruckte Mehrschichi-Leiierplaue 16 mil der inier- 
nen Verdrahiung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB- 
Band 19 angewandi wird. 

Wenn als Verdrahtungsieil zur elekirischen Verbindung 
der Eiekiroden an den Oberfiachen der Halblei lerelemenie 
mil den AuGcnelekuodcn der Halblei lervornchiung einc 
Leiierplaue vcrwendci wird. wird einc Kupfertblic mil eincr 
Dicke von 25 uin bis 75 um bei den Verdrahtungsteilen ver- 
wendei. wodurch ermoglichi wird, eine Verdrahtungsunier- 
leilungsbreiie von 50 pin bis 150 um auszubilden. Zusaiz- 
Uch sind die AuBcnelekuoden einer Halbleiicrvorrichtung 
mil einem groBen Vcrdrahtungsabsiand aufgrund der Aus- 
bildung eines Loianschlusses (eine Lotwolbung) oder der- 
gleichen an der Oberfiache ausgebildeu die der Oberfiache 
gegenubcrliegcnd angeordnct ist, an der die Halbleiterelc- 
mente angebrachi sind. damii die GroGe Halbleitervorrich- 
lung verringen werden kann. 

Fig. 24 zeigt eine Schniuansichi einer Halbleiiervorrich- 
tung, die einen herkommlichen Leiterrahmcn anwendet. Bci 
dieser Darsiellung bczeichnei die Bezugszahi 8 ein Halbiei- 
icrelemeni. 9 eine an der Oberfiache des Haibleiierelemems 
ausgebildeie H alb lei terci emc niclcktrode, 20 an Bcfesti- 
gungsplattchcn, an den das Halbleiierelement angebrachi 
ist. 21 ein Befesiigungsharz bzw. einen Kleber. der das 
Halbleiierelement an das Befesiigungsplatichen 20 klebi. 4 
einen ersien Elekirodenabschniu des Leiierrahmens. 5 einen 
zweiten Elekirodenabschniu 5 des Leiierrahmens. 12 einen 
diinnen MeiaUdraht zur elekirischen Verbindung der Halb- 
leiierelemenielekirode 9 mil dem ersien Elekirodenabschniu 
4. 15 ein die Halbieiicrclcmcnie abdichtendes VerguBharz, 
65 22 cine cxicmc Schaiiung und 23 cine an dcr cxicmcn 
SchaJiung ausgebildeie Eiekirodc. die an den zwciien Elek- 
irodenabschniu 5 durch Lotzinn 25 oder dergleichen gelbici 
ist. 
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Kijj. 25 zeigi ein Schniiiansichi eincs Lriierrahmcrts zur 
Bcschrcibung dcs Hcrsicllungsvcrt"ahrcn.s des Lcitcrrah- 
mcns durch cinen hcrkdmmlichcn Atzvorgang. Bci dieser 
Darsiellung hcreichnei die ttczugszahl 1 cine leiiendc Me- 
ialiplaue <cin Lciierrahnienniaicrial) nrit cincr Dickc von 
125 bis 200 um und 3 einc Aiznoskc mil eincm vorbe- 
siininuen Music:, wobei dasselbc Musicr auf bciden Obcr- 
niichen dcr leiienden Meialiplaue 1 ausgebiidei sind. Die 
Bezugszahl 2 bczeichnei cincn Vcrdrahiungsabschniu dcs 
Leiierrahmens. der durch Aizcn dcr Iciiendcn Meialiplaue 1 
von beiden Oberflachcn crzeugi wird. dainii ein nichi von 
der Atzmaske bedeekier Abschniu durchdrungen wird. Da 
dcr herkommlichc Leiierrahmen auf dicse Wcisc hergestcllt 
wird. wenn die Iciiende Meialiplaue 1 mil einer Dicke von 
125 um bis 200 um verwendet wird, muB der Absiand zwi- 
schen benachbanen Verdrahtungsabschniiicn 2 ciwa so groB 
wic die Dicke der Iciiendcn Meialiplaue 1 scin. AuBcrdcm 
lag zur Gcwahrlcisiung dcs Atzvorgangs die minimalc Un- 
lencilungsbreiie (piich) dcs Leiierrahmens in cinem Bereich 
von 210 Mm bis 250 um. was eiwa doppeit so groB wic die 
Dickc dcr leitenden Meialiplaue 1 ist. 

Zur Verkleinerung der Unieneilungsbreiie des herkbmm- 
lichen Leiterrahmens sind bei Definition des mil einer Halb- 
leiterelemenielekurode durch Drahibonden verbundenen 
Abschnius dcs Leiterrahmens als ein ersier Elekuoden ab- 
schnin und des an eine exieme Schaliung geldieien Ab- 
schnius als ein zweiter Elektrodenabschniu Verf ahren zur 
Vcrringcrung der Dicke des ersien Eiektrodcnabschnitts 
durch Aizen und darauffolgendes Vcrkleinern des Verdrah* 
lungsabstands in den japanischen Offenlegungsschrifien 
45 967/1990 und 335 804/1995 offenban. Fig. 26 zeigi den 
Vorgang zur Hersieliung dcs Leiierrahmens. die in dcr japa- 
nischen Offenlecunesschrifi 335 804/1995 orTenoan isi. Bci 
dieser Darstellung stcllt die Bezugszahl 1 ein leiiende Me- 
ialiplaue, bei der es sich um ein Leiicrrahinenmaieria) han- 
delL 3a und 3b Aizmasken und 4 den erstcn Elcktrodcnab- 
schnin 4 dar. Die an einer Oberflache der leiiendcn Meiali- 
plaue 1 ausgebildeie Atzmaske 3b wcisi eine Offnung zur 
Ausbildung des erstcn Elekirodcnabschnius 4 auf. wobci die 
an der andercn Oberflache der leiiendcn Metallplarie 1 aus- 
gebildeie Atzmaske 3b cine Off nunc zuni Atzen dcr andcren 
Oberflache aufwcisu um dicse vollstiindig eben aus zubil- 
den. Die Bezugszahl 23 stelli eine Aussparung. die. um 
diesc eben auszubilden. durch die Atzmaske 3a geaizi 
wurde, und 24 cine Atzwiderstandsschichi dar. Zuniichst 
werden die Atzmaskcn 3a und 3b an den Oberflachcn der 
leiienden Meialiplaue 1 ausgebiidei (Fig. 26<a)). wobei der 
A tz vorgang an bei den Oberflache n gesianet wird und zeii- 
weilig ausgeseiza wird. wenn die Tiefe der Aussparung 23 
zwei Driticl der Dicke dcr leiiendcn Meialiplaue 1 erreicht 
(Fig. 26(b)). Die Aizwidersiandsschichi 24 isi an der Seiic 
der leiienden Meialiplaue 1 mil dcr Aussparung 23 ausee- 
bildet, wodurch vcrhinden wird. dafi der Atzvorgang weiier 
voranschreiiei (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an 
der Seiie der leiienden Meialiplaue 1 mil der Offnung zur 
Ausbildung dcs crsicn Elekirodenabschnius 4 fortgesctzi. 
bis das Atzen die Aizwidersiandsschichi 24 zur Ausbildung 
des ersien Elektrodenabschnitts 4 erreichi (Fig. 26(d)). 
SchlieGlich werden die Aizwidersiandsschichi 24 und die 
Aizmasken 3a und 3b entfemu wodurch der Leiterrahnien 
fertiggestelli wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt einc Schninan- 
sichi dcs auf diesc Weise ausgcbildcien Leiierrahmens. 
Wenn die Dickc T dcr leiiendcn Meialiplaue 1 150 um 'De- 
tract, wird die Dicke 72 des ersien Eiekirodc nab sen nuts 4 
dcs Lciicrs 50 pin. was cine Verkleinerung dcr Lciicrunicr- 
teiluncsbreiie ennoglichi. Die Bezugszahl sielli einen zwei- 
len Elekirodenabschniu dar. bei dem es sich um die AuBcn- 
clckirode der Halblcitcrvomchtung handelt, und 20 ein Be- 



fcsiigungsplaiichcn. an das cin Ilalbleiiercienieni ange- 
brachi ist. 

In den japanischen OfferJcgunssschrificr. 216 524/19S" 
und 232305/1094 sind Vcrfahrcn zur VVmngcmng dcr 
5 Dickc des Lciicrs durch Ausbildung dc: Aizmasken 3 <Tn- 
wcchselnd auf beiden Ohcrflachen der leiienden Meiali- 
plaue 1. bci der es sich um Leiierrahmen maicrial handeli 
und zur Vcrklcinerung dcr Leiicrumcrtcilungsbrciic durch 
Vorschcn dcs Lciicrs auf bciden Seiien. wie in Fitf. 28 ge- 
10 zcigt. Jcdocn weisi cin dcrariig dunncr ausgefuhner Lciier 
den Nachicil auf. daB. da ccatzie Obcrfl lichen abwechsclnc 
frcilicgen. falls dicse als Eiekirocr zur Vcrbindung mincls 
Drahibonden mil dem Halbleiicrelemeni \erwendci wird. 
sich das nahifbnnige Bondemiiiel zwischen der geaizien ro- 
15 hen Oberflache und dem Halblciterclcmeni abldsi. 

Wic vorsiehcnd beschrieben kann bei V'erwenduni: cine: 
Mehrschichi-Leiierplaue als Verdrahiungsicil eine grOBerc 
Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlusscn cines Halbici- 
icrelements (Halbleiierelemeniclckiroden) und einer klcincr 
20 Umericilungsbrciie hinsichdich der GroBc verwirklicht wer- 
den. Jedoch erfordern das Durchpangsloch und das Blind- 
loch, die in umerschiedlichen Schichien ausgebildeie unter- 
schiedlichc Vcrdrahtungen verbinden. einen Bohrvorgang. 
Folglich iriu das Problem auf. daR die Kosien der Halblei- 
25 lervomchiung durch die Bcschadiyung des Bohrens. die 
Reinigung der gebohnen Oberflachcn. den Schuiz dcr Lci- 
lerplauc vor Schneidcol fur das Bohrcn und vor Bohrspanen 
und dcrgleichcn erhohi werden. 

Demgegcnuher isi bei der Vcrwendung eines Leiicnah- 
30 mens als Verdrahiungsicil einc Technik vorgcschlagen wor- 
den. die die Leiicruniencilungsbreiic verkleincn. iedoch isi 
fur die AuBenelckirodcn dcr Halblciicrvorrichiung kcine 
Technik vorgcschlagen. Deshalb isi ein Vcrdrahtungsab- . 
stand, der derselbc oder groSer wic der hcrkommlichc isi. 
^5 zwischen den ersien Elektrodcnabschniiien mil klciner Un- 
ieneilungsbreiie und den zweiien Elekuodenabschniuen 
(AuBenelekiroccn) mil der groBcn Unieneilungsbreiie er- 
forderlich. Zusaizlich triu das Problem auf. daB eine groBc 
Unieneilungsbreiie und ein groBcr Bereich zur Ausbildung 
40 cines Lbianschlusses oder dergleichen crtordcriich ist. wes- 
halb es folglich unmoglich isi. cine vcrklcincnc Halblciicr- 
vorrichiung zu crhalicn. 

Dahcr licgi der Ernndung die Aufgabe zugrunde. diesc 
Problcnic zu loscn und einen Aufbau zur Verkleinerung dcs 
as Vcrdrahtungsabsiands. die bishcr nur durch Verwendung ci- 
ne; Mehrschichi-Leiierplaue vcrwirklichi wurde, durch Ver- 
wendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsici Is zu vcr- 
wirklichen. durch den der Leiierrahmen aufgebaui ist. Dabci 
soil cin Verdrahtungsici!. das cine groBcre Anzahl und eine 
50 kicinere Unieneilungsbreiie der Slifie der Eingangs-/Aus* 
gangsanschliissc eines Kalbleiierelemenis errcichen sowie 
die Verkieinerung und Kosienverringerung der Halbleiier- 
vorrichiung erreichen kann. sowie einen Leiierrahmen mil 
einem derarugen Verdrahtungsici i geschaffen werden. 
55 Diese Aufgaoc wird durch die in den heicefugicn Haicni- 
an sprue hen dargelegicn MaBnahinen gclosi. 

ErfindungsgcmaB wird cin Vcrdrahiungsicil gcschali'cn. 
das durch einen ersien Elektrodenabschniu. dcr mil einer an 
einer Oberflache cines Halbleiterelements ausgebiideien 
60 Elektrode elekirisch verbunden isi. cinen zweiien Elektro- 
denabschniu. der mil cincr an einer exicmen Schaliung aus- 
gebiideien Elektrode elcktriscn verbunden isi, und einer. 
Vcrdrahiungsatschnit: gekcnnzcichnci ist. der dsn ersien 
Elektrodenabschniu mil dem zweucn Elekuoder.abschnii: 
65 vcrbindct. wobci dcr crsic ElckL-odcr.abschniiL dcr ^v.ciic 
Elckuodcnabschniu end dcr Vcrdrahiunesanschnii: aus ci- 
nern plaucnforniigen leiienden Korpcr ausgebiidei sind und 
die Dicke des Verdrahiungsabschniiui nichi dicke: als halb 
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so dick wie dcr ersic Elekirodenabschniu odcr der zwciie 
Ulekirodcnabschniu ausgeluhn isi. 

Dcr Vcrdrahtungsabschniu kann an einer Oberflache des 
piancnformigcn leiicndcn Krirpers vorgcschen scin. 

AuBerdem konncn die Verdrahtungsabschniue vcrsireui 
an bcidcn Oberflachcn dcs plaiienibnnigcn iciiendcn Kor- 
pcrs angcordnci scin. 

Die Dicke dcs ersien Elckirodenabschnitis und die Dicke 
des y.weiien Elckuodenabschni us konncn dicselbc wie die 
des platicnlonnigcn iciiendcn Korpcrs scin. 

Wciicrhin kann die Dicke cniweder dcs ersien Elektro- 
denabschnius oder des zweiien Eiekirodenabschnius dic- 
selbc wie die des platienlorrnigen Korpcrs scin. wobci die 
Dicke dcs andcren nichi niehr als die Halfic dcr des platien- 
fonnigen leiicndcn Korpers bcixagen kann. 

Darubertnnaus kann der ersie Elekirodcnabschniu odcr 
der zweiie Elekiroden abschnilL deren Dicke nichi niehr als 
die Halfic dcs plaucnfbrniigcn leiicndcn Korpcrs bctragu 
gcprcB: werden. urn deren Oberflachcn eben auszufuhren. 

ErfindungsgemaB wird auBerdem cin Vcrdrahiungsieil 
geschaffen. das durch einen ersien Elekirodenabschnitu dcr 
mil einer an einer Oberflache eines Halbleiterelenienis aus- 
gebildeten Elekirode elekirisch verbunden isi. einen zweiien 
Elekirodenabschniu, der mil einer an einer exiernen Schal- 
lung ausgebildeien Elekirode elekirisch verbunden isL einen 
Verdrahiungsabschniu. dcr den ersien Elektrodenabschniu 
mil dem zweiien Elekirodenabschniu verbindeu und einen 
Verbindungsabschniu gekennzeichnet isi. dcrbei einem Teil 
des Verdrahiungsabschnitts zur Verbindung dcs Vcrdrah- 
lungsabschnius ausgebildei isi, wobei der crste Elekiroden- 
abschnilL der zwcite EJekirodenabschniiL der Verdrab- 
lungsabschniu und der Verbindungsabschniu aus einem 
plauenfbrmigen leitenden Korper ausgcbildei sind und je- 
wcils die Dicke des ersien Elckirodenabschnitis. des zwei- 
ien Eleku-odenabschnins und des Verdrahiungsabschnins 
nichi groBer als die Hall'ie dcr Dicke dcs Verbindung sab- 
schniiis ausgefuhn isi. 

Dcr Verbindungsabschniu kann ein Abschniti scin. bei 
dem dcr Verdrahiungsabschniu und eniwcderdcr ersie Elek- 
irodenabschniu odcr dcr zwciie Eleki rode n abschnilL der 
breiicr als dcr Vcrdrahiungsabschniu ist, sich gcgcnsciiig 
iiberlappen. 

AuBerdem konnen die Verbindungsabschniue. die eniwe- 
dcr den ersien Elekirodenabschniu oder den zweiien Elek- 
trodenabschniu aufwciscn und an benachbaricn Vcrdrah- 
lungsabschniiicn ausgcbildei sind, derari angeordnei wer- 
den, daB sie nicht nebeneinander ausgerichiei sind. 

Der Verdrahiungsabschniu kann aus dem platienlbrmigen 
leiicndcn Korper durch Aizcn ausgcbildei werden. 

Zumindesi eine Oberflache des ersien Eiekirodenab- 
schnius oder des zweiien Elekirodenabschniu s kann nichi 
dem Aizvorsang unterzogen worden sein. 

Dcr Leiicrrahmen gcmaB dcr Erfindung isi mil einer Vicl- 
zahl von Verdrahlungsieilen versehen. 

Die Ertindung wird nachsiehend anhand von Aust'iin- 
rungsbcispielcn unier Bczugnahme auf die bciiiccende 
Zcichnung nahcr beschricben. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schniuansichi eines Leiierrahmens gemaB ei- 
nern ersien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fiji. 2 eine Draufsicht des Leiierrahmens gemaB dem er- 
sien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 3 eine Schniuansichi dcs Leiierrahmens gemaB dem 
ersien Ausfuhrungsbeispiei. 

Fig. ^ eine Schniuansichi dcs Lciicrraimiens gemaB dem 
ersien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 5 eine Schniuansicni eines Leiicrs des Leiierrahmens 
gemaB dem ersien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 6 eine Schniuansichi dcs Leiicrs dcs Leiierrahmens 
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gemaB dem ersien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 7 cine Schniuansichi cincs Leiicrs cincs Leiierrah- 
mens gcmaB cinem zweiien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. K eine Schniuansich: des Toilers dcs Triicrrahmcns 
5 gcmaB dem zweiien Ausfuhrungsbcispici. 

Fig. 9 eine Schniuansichi cincs Leiicrs eines Leiterrah- 
mens gemaE cineni driucn Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 10 eine Schniuansichi dcs Leiiers des Leiierrahmens 
gcmaB dem driucn Ausfuhrungsbeispiel. 
io Fig. 11 eine Schniuansichi eines Leiicrs eines Leiierrah- 
mens gemaB einein vienen Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 12 eine Sciienansichi dcs Leiicrs dcs Leiierrahmens 
gcmaB dem vienen Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 13 eine Draufsichi eines Leiiers eines Lei icrrar. mens 
15 gemaB einem lunfien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 14 eine Sciienansichi dcs Leiters des Leiierrahmens 
gemaB dem funfien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 15 cine Draufsichi dcs Leiicrs dcs Leiierrahmens gc- 
maB dem funfien Ausfuhrungsbeispiel. 
20 Fig. 16 eine sciiuche Schniuansichi cincs Leiierrahmens 
gemaB eincm sechsien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 17 eine Ansichi eines Leiiers des Leiierrahmens ge- 
maB dem sechsien Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 18 eine Ansichi des Leiiers des Leiierrahmens gemaB 
25 dem sechsien Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 19 eine Draufsichi eines Leiierrahmens gemaB einem 
siebien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 20 cine Schniuansichi dcs Leiierrahmens gemaB dem 
siebien Ausfuhrungsbeispiel, 
30 Fig. 21 eine perspekuvische Ansichi eines zweiien Eick- 
irodenabschnius des Leiierrahmens gemaB dem siebien 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, 

Fig. 22 eine Schniuansichi einer mil Harz vergossenen 
Halbleiiervorrichiung. bei der ein Halbleiierelcmeni an ei- 
XS ner hcrkommlichen gcdruekien Leiierplatie angebrachi isu 
Fig. 23 eine Schniuansichi einer andcren mil Harz ver- 
gossenen Halbleiiervorrichiung. bei der ein Halbleiierele- 
meni an einer hcrkommlichen gedruckicn Leiicrplaue ange- 
brachi isu 

40 Fig. 24 eine Schniuansich! einer mil Harz vergossenen 
Halbleiiervorrichiung, bei der ein herkommlicher Leiicrrah- 
men angcwcndci ist. 

Fig. 25 eine Schniuansichi eines hcrkommlichen Leiier- 
rahmens, 

•is Fig. 26 eine Schniuansichi. die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen hcrkommlichen Leiierrahmens darsie 111, 
Fig. 27 eine Schniuansichi cincs anderen herkommlichen 
Leiierrahmens unci 

Fig. 28 cine SchniuansichL die einen Vorgang zur Ausbil- 
50 dung eines andcren hcrkommlichen Leiierrahmens darsielli. 

Ersies Ausfuhrungsbeispiel 

Nachs:ehend isi ein Leiicrrahmen gemaB dem ersien Aus- 
55 ruhrung she i spiel unier Bczug auf die Zcichnung beschric- 
ben. 

Fig. 1 zeigi cine Schniuansichu die den Aufbau dcs Lei- 
ierrahmens gemaB dicse: Erfindung darsielli. wobei Fig. 2 
cine schemauschc Draufsichi des Leiierrahmens zeigi. Bei 
GO diesen Darsiellungen bczcichnei die Bezugszahl 1 eine lei- 
lende Meialblaue rein Leiierrahmenmaierian, 2 einen Ver- 
drahiungsabschniu des Leiierrahmens. 4 einen ersien Elek- 
irodenabschniu 4, der cickmscn ii?cr einen dunnen Meiall- 
drahi odcr dcrgicichen mu e;ner an dcr Oscrflache des Halb- 
65 lciicrcicmcn:s"8 ausgcbildcicn Elekirode 9 elekirisch ver- 
bunden isL 5 einen zweiien Eiektrodenabschnkt 5. bei dem 
es sicn urn eine mil einen exiemcn AnschluB 14 elekirisch 
verbundene AuBcnelekirode dc: Halbleiiervorrichiung han- 
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rich, die aus eincm IjoianschluB hcrgcsiclli isu 15 cin Vcr- 
guBharz. 20 cin Bcfcsiigungsplauchcn. an das das Hal b lei - 
icrclenient X angebrachi ist. 101 cine Fuhrungssiange und 
102 einen I jeiicrrahmcn. 

Fig. 3 zeigi eine Schniuansichi. die den Hcrsicllungsvor- 
gang des Lciicrrahmens gemaB dem Ausfuhrungsbeispiel 
darsiellt. Bei dieser Darsicllung bczcichnei die Bezugszahl 
3 Atzmasken. T die Dickc dcr lciiendcn Meiallplaue 1, Tl 
die von dcr Oberfliichc (rilckwanigen Obcrflache) der lei- 
ienden Meiallplaue 1 gcaiztc Dickc. an dcr die Vcrdrah- 
iungsabschniue 2 nichi ausgcbildci sind. T2 die Dicke dcr 
Vcrdrahtungsabschniuc. die durch Aizen diinner ausgefuhn 
werden, M ) cin Maskicrungsmusicr dcr Aizmaskc 3 zur 
Ausbildung dcr Vcrdrahiungsabschniue 2 und M2 einc 0ft- 
nung dcr Aizmaskc 3 zur Ausbildung des Absiands zwi- 
schen den Vcrdrahiungsabschnitien 2. Das Bczugszcichen 
W] bczeichnei die Breiie eines durch das Maskicrungsmu- 
sicr Ml ausgcbildctcn mitilcrcn Abschniits des Vcrdrah- 
iungsabschnitis2inderRichiungdcrDickc.wobcilediglich r 

aufgrund der geaizten Seiien die Dickc kleincr als das Mas- 20 den Bcdingungen durchgefuhn werden. daB der A&sianu 



Elekirodcnabschniii 5 ausgefuhn. 

Fig. 5 zeigi den Fall, bridL-nidic Verbindungsoherfiachcn 
(AnschluGobcrnachcn) 4a und 5a des crsicn Eickirodenah- 
schnius 4 und des zweiicn V.lckirodenabschniiKS an nenv.c!- 
ben Seiien dcr leitenden Meiallplaue 1 ausgcbildci sind. wc>- 
hingegen Fig. 6 den Fall zeigi. bei dem die Verbindungs- 
oberfUichcn 4a und 4b an unierschicdiichcn Seiien dcr .ei- 
icndcn Meiallplaue 1 angeordnei sinn. Da beiac Seiien des 
crsicn Elekirodenabschmiis 4 und des zweiicn Elekirocien- 
abschnius 5 nichi geaizir ebenc Oberflachen dcr lciiendcn 
Meiallplaue 1 sine, wirdkein Problem bcim Boncen vcrur- 
sacht. Deshalb konnen die Verbindung sober Oachen des er- 
sten Elckirodenabschnitis 4 und des zweiicn Elekirodcnab- 
schnius 5 wie gcwiinschi ausgcwahli werden. 

Bei dem Leiierrahmen gemaB diesem Ausluhrungsbei- 
spiel wird ein Aizen von beiden Seiien der Iciienden Meiall- 
plaue 1 durchgefuhn- wodurch die Vcrdrahiungsabschniue 
2 nichi dicker als die Halfie dcr Dickc dcr lciiendcn Meiall- 
plaue 1 ausgefuhrt werden. Folglich kann das Aizen uner 



kierungsmuster Ml isL Das Bezugszeichen W2 bezcichnei 
den Abstand zwischen den durch Aizen ausgcbildeien Ver- 
drahtungsabschniuen 2. wobei der Abstand ledigbch auf- 
grund der geaizten Seiien groBer als die Offnung M2 ist. Die 
Bezugzeichen A und B beaeiehnen Alzgrenzflaehen. die die 25 
Musiergrenzflachen an den durch Aizen von der unieren 
Oberflkche des Vcrdrahuingsabschni us 2. das hciBt von den 
von der ruckwanigen Oberflache der leitenden Meiallplaue 
1 ausgebiidcien Oberflachen sind. Der Leiierrahmen wird 
durch Ausbildung dcr Atzmasken 3 mil eincm vorbestimni- 30 
len Muster an beiden Oberflachen der leitenden Meiallplaue 
1 erhaltcn. wobei das Aizen an beiden Oberflachen gleich- 
zeitig gesianei wird. das Aizen ausgeseizi wird. wenn die 
leiiende Meiallplaue 1 leilweisc durchdrungen isi und die 



W2 zischen den Vcrdrahtungsabschniiten 2 odcr der Ab- 
stand W3 zwischen den Verdrahtungsabschniuen 2a und 2b 
derselbc wie die Dicke T2 der Verdramungsabschniue 2. 2a 
und 2b isi. Folglich kann. selbsi wenn die Leiierunier.ei- 
lungsbreiie doppell so dick ausgeluhn wird. wie die Dicke 
T2 nonnalcrweise ist, diese kleiner als die Dickie T dcr lei- 
tenden Meiallplaue 1 sein. 

GemaB diesem Ausluhrungsbeispiel konnen die zweiicn 
Eiekirodenabschniue 5 an der Inncnsciic dcr ersien Elckiro- 
denabschnitie 4. das hciBi an der Ruckseiic des an dem Be- 
festigungsplaiichen 20 angebrachien Halbleiierelemenis 8 
•angeordnei werden. Folglich kann eine verkleinerie Halb.ci- 
tervorriehiung erhaheu werden. 

AuBerdeni kann der Vorcang unicr den Bedingungcn 



vorbestimn.ien Atzendcn A und b erhalten werden, und v durchgefuhn werden. daB der Abstand zwischen dcr i Ver- 

. drahiungsabschniuen 2 e'.wa genauso groB isi wie dieDickc 
T2 der Vcrdrahiungsabschniue 2. indem die Dickc 72 dcr 
Vcrdrahiungsabschniue 2 diinner ausgefuhn wird. Deshalb 
kann die Leiierumerieilungsbreiic verkurzi werden. wobei 
40 eine Feinverdrahiung moglich wird. Zusaizlich kann. wenn 
die Vcrdrahiungsabschniue 2a dcr crsicn Scire der lciiendcn 
Meiallplaue 1 und die Vcrdrahiungsabschniue 2b der zwei- 
icn Seiic der leiienden Meiallplaue 1 abwechselnd angeord- 
nei werden, der Absiand W3 zwischen benachbancn an un- 
wechselnc auf der ersien und de/zweiien Seile der leiienden 45 icrschiedlichen Seiien dcr lciiendcn Meiallplaue 1 ausgcbil- 
Meiallplaue 1 vorgeschen werden. wodurch weiicr die Lei- deien Vcrdrahiungsabschniuen 2a und 2b kleiner als der An- 
lerumeneilungsbreiie verringen wird. GemaB dieser Dar- stand W2 der Vcrdrahiungsabschniue 2 ausgefuhrt werden. 
sicllung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahiungsab- wobei folglich die Leiicrumeneilungsbrcue weiicr vcrklci- 
schniue fur die ersic Sciie dcr leiienden Meiallplaue 1. 2b nen werden kann. AuBcrdcm konnen die Vcrbindungsobcr- 
Verdrahiungsabschniue fur die zweite Scite der lciiendcn 50 fiachen dcr ersien Eiekirodenabschniue 4 und der zweiicn 
Meiallplaue 1. M3 einc Offnune fur die Atzmasken 3 zur Elekirodenahschniue 5 dcrari wie gcwiinschi besiinnr.i wer- 



schlieBlich die Atzmasken 3 entiemi werden. Dabei wird die 
Aizuefe Tl von der ruckwanigen Oberflache groBer als die 
Halfie der Dicke T der leiienden Metallptaitc 1 und die 
Dicke T2 dcr Vcrdrahiungsabschniue 2 kleincr als die Halfie 
dcr Dicke T der lciiendcn Meiallplaue 1 . 

GemaB Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnittc 2 ledieiich 
an eincr Seile dcr leiienden Meiallplaue 1 vorgesehen. jc- 
doch konnen wic in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsab- 
schnitie 2a und die Vcrdrahiungsabschniue 2 jewcils ab- 
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Ausbildung des Absiands zwischen den Verdrahiungsah- 
schnitten 2a odcr zwischen den Verdrahiungsabschniucn 2b. 
die an unierschiedlichen Seiien der leiienden Meiallplaue 1 
ausgcbildei sind. 

Fig. 5 unc 6 zeigen Schniuansichten eines Leiiers des 
Leiierrahmens gemaB diesem Ausfiihrungsbcispicl. Da 
beide Oberflachen des ersten Eleku-odenabschnius 4 und des 
zwciien Eleku-odenabschnius 5 mil den Atzmasken 3 wah- 
rend des Atzvorgangs bedecki sind. weisen sowohl der ersie 60 
Elekuodenabschnin 4 ah auch der zweiic Elekirodenab- 
schniti 5 cieselbe Dicke wic die leiiende Meiaiiplaue 1 auf. 
Obwohl einc Seue des den ersien Eiekirodenabschniu 4 mi; 
dem zweiicn Elekirodcnabscnni:: 5 verbindenden Verdrart- 
uingsabschnius 2 mil ccr Aizmaskc 3 *ahrcnd des Atzvor* 05 
gangs bedecki ist. wird das Aizen von dcr anderen Sciie 
durchgefuhn. Deshalb wird dcr VcrdrahiungsabschniU 2 
diinner als der crste Eleku*odenabschniu 4 und dcr zweiie 



den. daB die Flexibility der Anordnung der Halblciiercle- 
mcmelekirodcn und dcr AuBenclekiroden dcr Halblciicrvor- 
richiung erhohi wird. 

Zweiies Ausfuhrungsbcispic! 

GemaB dem ersien Ausluhrungsbeispiel weisen die ersien 
Elektrodenabschnitie 4 und die zweiien Elekirodenah- 
schniue 5 dieselbc Dickc wie die leiiende Meiallplaue 1 auf. 
Jcdoch kann w»e in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwi- 
schen den zweiicn Elekirodcr.abschnitien 5 in dcrseiben 
Wcise wie die Vcrdrahtungsabschr.uic 2 dur:h cine diinncre 
Ausfuhrung dcr zwcue Eiekirodenabschniue 5 minds Aizcr. 
von cincr Sciie bei dem Aizvorgang vcrkicincn werden. 

GemaB Fig. 7 isi die Vercinduncsoncrfiachc 5a des zwci- 
ien Eickirodenabschnius 5 an dcr Sciie vorgesehen. die 
nichi gcaizi wird. Jedoch kann wie in Fij». S gezeigt. wenr. es ■ 
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crfordcrlich isi. die Verbindungsoberflachc 5a des zwciicn 
Elekirodenabschnius 5 an dcr gcaizien Scitc vor/.uschen. die 
Vcrbindungsobcruachc durch Anwcndcn cincs Presscns an 
dem zweiicn F.lekirodcnahschniu 5 chen aiisgcfuhri wcrricn. 
was hcrkommlich ausgefuhn wurdc. urn cin Lei icrcnde eben 
auszuluhren, ohnc das ein Problem brim Bondcn vcrursachi 
wird. Jedoch wird. falls dcr zweitc Elckirodcnabsehnin 5 
durch Hressen diinncr ausgefuhn wird. wenn der zweiic 
Elekirodenabschniu 5 cine Dickc TK eine Lciierbrciie W] 
und eine VcrringcrungsgroBc AT2 aufwcisu AT2 gleich e 
T2. wobei die erhohie Lciierbrciie gleich v x (AT2/T2) x 
(W!) wird, was anzeigi. daB der Leiierabsiand lediglich auf- 
grund der erhbhien Leiierbreiie kleiner wird. Dcshalb sollie 
der PreBvorgang. uni den zweiicn Bektrodcnabschniu 5 
dunner auszufuhren. nur soweii durchgefuhn werden. urn 
die roh geame Oberuache eben auszufuhren. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann dcr Absiand 
zwischen den zwciicn Elcktrodcnahschniiicn 5 klcincr aus- 
gefuhn werden. indem der zweiic Elekirodenabschniti 5 
dunner ausgefuhn wird. Folglich kann eine verkleinene 
Halbieiiervorrichtung erhalien werden. 

Drittes Ausfuhrungsbeispiel 

OciiidB dem zweiien Ausfuhrungsbeispiel sind die zwci- 
icn Elekirodenabschniuc 5 dunner ausgefuhn. Jedoch kann 
der AbsLand zwischen den ersicn Elekirodenabschniuen 4 
kleiner ausgefuhn werden. indem die ersien Elckuodenab- 
schniue 4 wie die Verdrahiungsabschniue 2 durch Aizcn 
von einer Seiie bci dem Aizvorgang dunner ausgefuhn wer- 
den. 

GemaB Fig. 9 isi die Verbindungsoberflachc 4a des ersien 
Elekirodenabschnius 4 an der Seiie vorgesehen. die nichi 
geaizi wurdc. Jedoch kann wie in Fig. 10 gczcigi. wenn cs 
erforderlich isi. die Verbindungsoberflache 4a des ersien 
Elekirodenabschnius 4 an der geaizicn Seiie vorzusehen. die 
Verbindungsobcrflache durch einen PreBvorgang in dersel- 
ben Wcisc" wie gemaB dem zwciien Ausfiihrungsbeispicl 
eben ausgefuhn werden, ohnc daB ein Problem bcim Bon- 
den verursachi wird. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann der Absiand 
zwischen den Elekirodcn kleiner ausgefuhn werden. indem 
die ersien Elckirodenabschniue 4 dunner ausgefuhn wer- 
den. Folglich kann gemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel dem 
Wunsch nach einer groBen Anzahl von Stificn (Anschlus- 
sen. Elektroden) und einer kiirzeren Unicneilungsbrciie bei 
dem Halbleiierelemem enisprochen werden. 

Vienes Ausfuhrungsbeispiel 



Fig. 11 und 12 zeigen eine Drautsichi und eine Seiienan- 
sichi eines Leiiers des Leiicrrahmen gemaB dem viencn 
Ausfuhrungsbeispiel. GemaB diesen Darsiellungcn bczeicn- 
ncn die Bczugszahlen 2a und 2b Verdrahiungsabschniue. 
die durch Aizen von einer Seiie bei Ausbildung des Leiicr- 
rahmens dunner ausgefuhn worden sind. Dabci bezeichnei 
die Bezugszahl 2a cincn an dcr ersicn Seiie dcr leiicndcn 
MctaJlpiatic 1 ausgebildeien Verdrahiungsabschniu und 2b 
einen an der zweiien Seiie der leiienden Meiallplauc 1 aus- 
gebildeien Verdrahiungsabschniu. Die Bezugszahl 4 be- 
zeichnei einen ersicn Elekirodcnabschniu und 5 einen zwci- 
ien ElckLrodenabschniti, wobei bcidc dunner ausgefuhn 
sine. Die Bezugszahl 6 bezeichnei einen Vcrbmduncsab- 
schnitt zwischer. dem Verdrahiungsabschniu 2a ar. de: er- 
sicn Sciic und ccrr. Verdrahiungsabschniu 2b an dcr zwciicn 
Sciic. der bei Ausbildung des LeiiciTahmens nichi geauti 
wird. da beide Seiicn mil Aizmasken bedecki sine. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel werden die Ab- 



schniiic auBer dem Vcrbindungsabschniu 6 des Leiiers 
durch Aizcn von cincr Sciic dunner ausgefuhn. was cine 
Fcinvcrdrahiung ennoglichi. Wic in Kig. 12 gezeici ermog- 
lichi Hie Vcrwcndung rics Verhindungsabschniiis (\ ein An- 

5 ordnen des ersien Elekirodenabschnius 4 und des Verdrah- 
lungsabschnius 2a an dcr ersicn Seiie der leiienden Meiall- 
plauc 1 sowic ein Anordncn des zweiien Elekirodenab- 
schnius 5 und des Verdrahiungsabschniiis 2b an dcr zwciicn 
Seiie dcr leiienden Meiallplauc 1. wodurch cine drcidimen- 

10 sionaJ vcneilic Anordnung crreich; wird. Folglich kann eine 
Verdrahtung mil einer hoheren Dichie vcrwirklichi und eine 
verkleinene Halbieiien-crrichiung erreicht werden. 

Fiinfics Ausfuhrungsbeispiel 

15 

GemaB dem viencn Ausfuhrungsbeispiel sind dcr ersie 
Eleku-odcnabschniu 4, der zweiic Elekirodenabschniu 5 und 
die Verdrahiungsabschniue 2a und 2b in cincr Gcradcn an- 
geordnei. Jedoch konnen wie in Fig. 13 bis 15 gezeigi die er- 

20 sien Elekirodcnabschniu 4 und die zwciicn Elekirodenab- 
schniu 5 an jeder bcliebigen Position durch Anordnen der 
die ersien Dekirodenabschniuc 4 und die zweiien Elekiro- 
denabschniu 5 verbindenden Verdrahujngsabschniiie 2a und 
2bderart daB sich die Richiung dcr Verdrahiungsabschniue 

25 2a und 2b in der Mine uin einen rcchicn Winkcl anderi. 
Folglich kann die Flexibiliiat der Anordnung der Halbleiier- 
elememclekiroden und dcr AuBenelekiroden der Kalbleitcr- 
vorrichiung erhohi werden. was eine wciiere Vcrklcmerung 
der Halbleiiervorrichiung ennoglichi. 

JO Fig. 13 und 14 zeigen cine Draufsichi und eine Seiienan- 
sichi eincs Leiiers. dcr anwendbar isu wenn der ersie Elek- 
irodcnabschniu 4. dcr zwciie Elekirodcnabschniu 5 und die 
Verdrahiungsabschniue 2a und 2b nichi geradlinig verlau- 
fen. Fig. lS^zeigi eine perspekiivische Ansichi eines Leiiers. 

vs der anwendbar isi. wenn es erforderlich isi. die Verdrah- 
iungsabschniue 2a und 2b mil eincm rechien Winkel anzu- 
ordncn. 

GcmaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen der ersie 
Elekirodcnabschniu 4 und dcr zwciie Elekirodenabschniu 5 
40 deran in jeder bcliebigen Lagc angecrdnci werden. daB die 
Flcxibiliiai dcr Anordnung dcr Halbleiierclemenielckirodcn 
und dcr AuBenelekiroden der Halbleiiervorrichiung erhohi 
wird. was eine weiiere Vcrkieinemng dcr Halbleiiervorrich- 
iung ennoglichi. 

AS 

Sechsies Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 16 zeigi cine Schnitiansictv. cines Leiicrrahmens gc- 
maB dem scchsien Ausfiihrungsbeispicl. wobei Fig. 17 und 
50 18 eine Draufsichi und eine Seiienansichi eines Leiiers des 
in Fig. 16 cezcigien Leiicnahmcns darsieUen. Da die Be- 
zuaszahlcn bci dfescn Darsieilungen oieselben Bauelcmeme 
wic die gemaB Fig. 1 bezeichnen. enifalli dcren Beschrci- 
bung. 

55 Wenn der ersie Elekirodenabschniu 4 unc der zweiic 
Elekirodcnabschniu 5 wic in Fig. 16 gezeigi nahe aneinan- 
de: licgen. kann zur Verdrahiung ein wie in Fig. 17 und 18 
gezeicier U-formiger Leher verwendei werden. wodurch 
eine verkleinene Halbleiiervorrichiung erhalten wird. 

60 

Siebies Ausfuhrungsbeispiel 



Fig. 19 zeigi cine Draufsichi eincs Leiicrrahmens gcmaB 
dcm'sictier. Ausfuhrungsbeispiel. wobei Fig. 20 cine cni- 
05 lar.g dcr Linic C-C genommcne Schr.iusnsichi und Fi^. 20 
eine perspekuvischc Ansichi des zwciicn Elckirodcnab- 
schnius 5 zeigen. Die Vcrdrahijngsabschniue 2 sind an dcr 
zweiien Seiie des Leiierrahmcn materials und die zweiicn 
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Elckirodenabschniiie 5 an dcsscn crstcr Sci:c ausgcbildci. 
Bci dem Abschniu. an dcin cin Vcrcrahiungsabschnitt 2 und 
inn /wciier Eickirodcnabschniu 5 sich uberiappcn. ist an dcr 
crsicn Sei:c durch Ar/en cin Krcis gcmusicri. dcr die Form 
des zweiten Elckircxicnabschnius 5 isL wohingegen dcr Vcr- 5 
drahiungsabschniu b/.w. das Verdrahiungsmusier an der 
zweiten Seitc durch Aizen ausgcbildci isi. Hinsichilich dcr 
andcrcn Punkic isi dcr Aufbau gemaB dicseni Ausfuhrungs- 
bcispiel wic gentfiB dem vicnen AusfUhrungsbeispiel. wobci 
gcmaB di esc in Ausfuhrungsbcispicl cin Fall dargestelli isL to 
bci dciu dcr zweiie Eickirodcnabschniu 5 an deni in Fig. 1 1 
gezcigicn Verbindungsabschniii 6 ausgcbildci isi. 

GcmaB dicseni AusfUhrungsbeispiel sind die Verdrah- 
tungsabschnitic 2 und die zweiien Elekirodenabschniiic 5. 
die brciicr als die Vcrdrahtungsabschnilie 2 sind, an voncin- 15 
andcr unierschicdhchcn Seiien ausgebildei. wobei zumin- 
dcsi ein Verdraniungsabschniu 2 zwischen benachbancn 
zweiien Elckirodcnabschniucn 5 ausgcbildci isu danut die 
brciien zweiien Elckirodenabschniiie 5 nichi ncbeneinander 
in einer Reihe ausgcbildci sind. Folglich besiehi keinc Not- 20 
wendigkeiu den Abstand zwischen den Verdrahiungsab- 
schnilien 2 zur Ausbildung der zweiien Elekirodenab- 
schniiic 5 zu vcrbreiiern. waseine Verdrahtung inii einer ho- 
heren Dichie und eine verkleinene Halbleiiervorrichiung er- 
reichi. 25 

Achies AusfUhrungsbeispiel 

GemaB dem siebien AusfUhrungsbeispiel sind die zweiien 
Elekirodenabschniiic 5 und die Vcrdrahiungsabschniiic 2 30 
iiberlappt. Jcdoch konnen die Halbleiierelemcntelcklrodcn 
eine kleiner TJmeneilungsbrciie aufweisen. indem die ersien 
Elekirodenabschniue 4 und die Verdrahtungsabschniiie 2 an 
unicrschiedlichen Seiien ausgebildei werden und ein Ver- 
drahiungsabschniu 2 zwischen benachbanen ersien Elekiro- 35 
denabschniuen 4 deran angeordnci wird. daB die ersien 
Elckirodenabschniiie 4 nichi in einer Linic seitlich angeord- 
nci sind. 

Wie vorsiehcnd beschricben kann gemaB den Ausfuh- 
rungsbeispielen eine Feinverdrahiung erreichi werden. in- 40 
dem die Dickc des Lciicrs als Verdrahiungsieil zui clekiri- 
schen Vcrbindung dcr Halbleiicrclememclekirodcn mil den 
Aufienelekirodcn der Halbleiicrvorrichtung nichi dicker als 
die Halfie der crlbrderlichen Dicke des Leiierrahmenmateri- 
als ausgeiuhn wird. AuBerdem kann durch Verwendung ei- -*5 
nes Leiicrrahnicns. der die an beiden Seiien des Leiierrah- 
mcnmaicrials angeordneien Vcrdrabiungs- und Elckiroden- 
abschniiie aufweisu ein Halblciierclemeni rnii einer groBc- 
rcn Anzahl von Slifien und einer klcincren Unteneiiungs- 
breiie erreichi werden. Zusaiziich kann durch Anordnung 50 
der AuBenelekiroden an der ruckwanigen Seite derHalblei- 
icrelememe eine kieiner Halblciiervorrichtung mil niedrige- 
rcn Kosien errcicht werden. 

Wie dcr vorsiehcnd Beschrcibung zu eninchmcn isi. wird 
ein Verdrahiungsieil mil eincm ersien Elekirodenabschniu 55 
4. der mil einer an e;ner Oberflache eines Halblciierelemcnis 
8 ausgcbildcicn Elekirode elekirisch vcrbunden isi. eincm 
zweiten Elekirodenabschniu 5. dcr mil einer an einer exicr- 
nen Schaltung ausgebildcien Elekirode elekirisch verbun- 
den isi. und eincm Verdrahiungsabschniu 2 gescharten. der go 
den ersie Eickirodcnabschniu 4 mil dem zweiien Elekiro- 
denabschniu 5. Dcr ersic Elekirodenabschniu 4. dcr zwciic 
Iiicktrodcnabschmu 5 und der Verdrahiungsabschniu 2 sine 
aus einem plauenfomiigcn leucndcn Korper 1 ausecbiidci. 
wobci die Dickc des Vcrdrahiungsabschnius 2 r.ichi groGcr 65 
als die Halfic dcr Dicke des crsicn Elekirodenabschnius 4 
oder des zweiien Elekirodenabschnius 5 ausgefunn isi. Eine 
Feinverdrahiung kann dadurch erreichi werden. indem der 
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Lciier als Verdrahiungsieil zur elckirischcn Vcrbindung dcr 
Halbleiierelcmenielckirodcr. 9 mil den AuBenclckircxien dcr 
Halbleiiervorrichiung nichi groBcr als die Tlalftc der erfof- 
de-lichcn Dickc des Iriicrrahnienmatcrials au^get iihr. wird 

Paient anspruche 

1. Verdrahiungsieil. gckennzcichnct durch 

einen ersien Elekirodenabschniu f4). dcr mil einer an 
einer Oberflache eines Halblciierclemcnis (8) ausgcbil- 
dcicn Elekirode (9) elekirisch vcrbunden isi. cincn 
zweiien Eickirodcnabschniu (5). der mil einer an einer 
exiernen Schaltung ausgcbildeten Elekirode elekirisch 
vcrbunden isi. und einen Verdrahiungsabschniu (2\ dcr 
den ersien Eickirodcnabschniu (4) mil dem zweiien 
Elekirodenabschniu (5j vcrbindeu 
wobei der ersie Elekirodenabschniu (4). dcr zweiie 
Elekirodenabschniu (5) und dcr Verdrahiungsabschniu 
(2) aus einem plaucnionniccn leiicndcn Korper iT) 
ausgebildei sind und die Dicke des Verdrahtungsab- 
schnius (2) nicht dicker als halb so dick wie der ersie 
Elekirodenabschniu (4) oder der zweiie Elckirodcnab- 
schniu (5) ausgeiuhn ist. 

2. Verdrahiungsieil nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichneu daB dcr Verdrahiungsabschniu (2) an einer 
Oberflache des plauenfomiigcn leiicnden Korpers (1) 
vorgesehen isi. 

3. Verdrahiungsieil nach Anspruch 1 . dadurch gekenn- 
zeichnei, daB die Verdrahiungsabschniue (2) vcrsireui 
an beiden Obcrflachcn des pi alien fonnigen leiicnden 
Korpers (1) angeordnci sind. 

4. Verdrahiungsieil nach einem der Anspruche 1. da- 
durch gckennzeichnei: da6 die Dicke des ersien Elek- 
irodenabschnius (4) und die Dicke des zweiien Elek- 
irodenabschnius (5) dieselbe wie die des platicnlonni- 
gen leiienden Korpers (1 ) sind. 

5. Verdrahiungsieil nach einem der Anspruche 1 bis 3. 
dadurch gckennzeichnei. daB die Dickc emweder des 
ersien Elekirodenabschnius (4) oder des zweiien Elek- 
irodenabschnius (5) dieselbe wie die des platienloniii- 
gen Korpers (I) isi. wobei die Dicke des andcrcn nichi 
mehr als die Maine dcr des plaucnfonnigcn leiicnden 
Korpers (1> beiraci. 

6. Verdrahiungsieil nach Anspruch 5. dadurch gekenn- 
zeichneu daB der ersie Elekirodenabschniu (4) oder der 
zweiie Eickirodcnabschniu (5). dcren Dickc nichi mchr 
als die Halfie des plaiicntbrmigcn leiicnden Korpers 

(1) beiragi. geprcBi wird. urn deren Obcrflachcn eben 
auszufuhrcn. 

7. Verdrahiungsieil. eekennzeichnet durch 
einen ersien Elekirodenabschniu (41. der mil einer an 
einer Oberflache eines Halbleiterelements (8) ausgebil- 
dcien Elektrodc (9) elekirisch verbunden ist. cincn 
zweiten Elekirodenabschniu i"5.», dcr mil einer an einer 
exiernen Schaltung ausgebildeten Elekirode elekirisch 
verbunden isu einen Verdrahiungsabschniu (2). der den 
crsicn Eickirodcnabschniu (4) mil dem zweiien Elek- 
irodenabschniu (5) verbindei, und cincn Verbindungs- 
abschniu (6). der bci einem Teii des Vcrdrahiungsab- 
schnius (2) zur Verbindune des Verdrahtungsabschnius 

(2) ausgebildei isi. 

wobei dcr crste Elekirodenabschniu (4"). dcr 7wciic 
Elcklrodenabschnui i5i. der Verdrahiungsabschniu i2' 
und dcr Verbindungsabscnniu aus emcm plauer.se:- 
migen leiicnden Korper <l \ ausgcbildci sind und jc- 
weils die Dicke des ersicr. ElckL'odcnahschnius <4;. 
des zweiien Elekiroier.abschnins i'5i und des Verdnh- 
lungsabschnius (2i nichi groficr als die Halfie dcr 
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Dicke des Vcrhinduncsahschnins (6) ausgcfuhn isi. 

8. Verdrahiungsieil nach Anspruch 7. dadurch gekenn- 
zcichncu daB dcr Vcrbindungsabschniu (6) cin Ab- 
schniu isi. hci dem dcr Verdrahiungsahschniu (2) und 
eniwcdcr dcr crsic Elektrodcnabschniu (4) odcr dcr 5 
zweiie Elekirodcnabschnin (5), dcr brcitcr al.s dcr Vcr- 
drahiungsabschnin (2) isu sich gcgcnsciug UbcTlappen. 

9. Verdrahiungsieil nach Anspruch 8. dadurch gekcnn- 
zcichncu daB die Vcrbindungsabschniuc (6). die eniwc- 
dcr den ersten Elektrodcnabschniu (4) odcr den zwei- io 
len Elekirodcnabschnin (5) aurweisen und an benacb- 
banen Vcrdrahiungsabschninen (2) ausgebildei sind. 
deran angcorcnei sind, daB sic nichi nebencinandcr 
ausgerichtci sind. 

10. Verdrahiungsieil nach eincm der Anspruche von 1 15 
bis 9. dadurch gekcnnzeichncu daB dcr Verdrahiungs- 
abschnin (2} aus dem platienfomiigen leiicndcn Korpcr 

(1) durch Aizcn ausgebildei' isu 

11. Verdrahiungsieil nach eineni der Anspruche 1 bis 
10. dadurch gekennzeichneu daB zumindesi cine Ober- 20 
flachc des crsicn ElektrodcnabschnitLs (4) odcr des 
zweiien Elektrodenabschnuis (5) nichi dem Atzvor- 
gang unicrzogen worden isu 

12. Lciierrahinen. gekennzeichnei durch 

eine Vieizahl von Verdrahuingsieilen. wobci das Ver- 25 
drahtungsicil eincn ersten Elektrodenabschniti (4). der 
niii einer an cincr Oberftache eines Halbleiierclemcnts 
(8) ausgebildeien Elekirode (9) cleklrisch verbunden 
isu einen zweiien Elektrodcnabschniu (5). der mil einer 
an einer exicrnen Schaltung ausgebildeien Elekirode 30 
elekirisch verbunden isu und einen Verdrahiungsab- 
schniu (2) aufwcisu dcr den ersien Elekirodcnabschnin 
(4) mil dem zweiten Elekirodcnabsclmit! (5) verbindeu 
wobci der ersie Elekirodcnabschnin (4), dcr zweiie 
Elekirodcnabschniu (5) und der Verdrahiungsab schniu is 

(2) aus eincm plaiicntormigen Iciienden Korpcr (1) 
ausgebildei sind und die Dicke des Verdrahiungsab- 
schnius (2) nichi dicker als halb so dick wic der ersie 
Elekirodcnabschnin (4) odcr dcr zweitc Elekirodcnab- 
schnin (5) ausgcfuhn isi. 40 

13. Lciierrahnien. gekennzeichnei durch 

eine Vielzahl von Vcrdrahiungsieilen. wobei das Ver- 
drahiungsieil einen ersien Elekirode nabschnin (4), der 
mil einer an einer Oberftache eincs Halbleiiercieincnis 
(8) ausgebildeien Elekirode (9) elekirisch verbunden 45 
isu einen zweiien Elekirodenabschnin (5). der mil einer 
an einer exiemen Schaltung ausgebildeien Elekirode 
elekirisch verbunden isu eincn Vcrdrahtungsabschniii 
(2). der den ersten Elektrodenabschniti (4) mil dem 
zweiien Elektrodenabschniti (5) verbindei. und einen 50 
Verbindungsabschniu (6) aufweisi, dcr bei einem Teil 
des Verdrahtungsabschnitis (2) zur Vcrbindung des 
Verdrahtungsabschnins (2) ausgebildei isu 
wobei der ersie Elekirodenabschniu (4). der zweiie 
Elektrodcnabschniu t.5), der Vcrdrahiungsabschnin (2.) 55 
und der Verbindungsabschnitt (6) aus eincm plaucnfbr- 
migen leitenden Korpcr (1) ausgebildei sind und je- 
weils die Dicke des ersien Elekirode nabschniiu (4). 
des zweiien Eieku-odenabschnins (S) und des Verdrah- 
tungsabschnins (2) nichi groBer als die Halfie der 60 
Dickc des Vcrbinduncsabschniiis (6) ausgcfuhn isu 

nierzu 12 Sciiein.) Zeichnunccn 
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